
特　長
●	ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFET
を駆動

●	適応型の立ち上がり/立ち下がりエッジ、追加の遅
延時間をプログラミング可能

●	単一入力制御
●	ブートストラップ電源電圧範囲：最大118V	DC
●	高速ターンオフ伝搬遅延（標準25ns）
●	15nsの立ち上がり/立ち下がり時間で1000pFの負
荷を駆動

●	電源レールの低電圧誤動作防止

アプリケーション
●	電流供給プッシュプル・パワー・コンバータ
●	高電圧降圧レギュレータ
●	アクティブ・クランプ型フォワード・パワー・コン
バータ

●	ハーフ/フルブリッジ・コンバータ

パッケージ
●	SOIC
●	WSON-10（4mm	× 4mm）
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この資料は、Texas Instruments Incorporated（TI）が英文で記述した資料
を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス･インスツルメンツ

（日本TI）が英文から和文へ翻訳して作成したものです。
資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。
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製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料を
ご確認下さい。
TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわ
らず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如
何なる責任も負いません。
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高電圧ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、
適応型遅延付き

www.tij.co.jp

概　要
LM5104高電圧ゲート・ドライバは、同期降圧型の構成にお

いてハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆
動するよう設計されています。フローティング・ハイサイド・ド
ライバは、最大100Vの電源電圧で動作できます。ハイサイド
およびローサイドのゲート・ドライバが1つの入力から制御され
ます。それぞれの状態変化を適応型の手法で制御することによ
り、貫通電流の問題を防いでいます。適応型の遷移タイミング
に加え、外部の設定抵抗に比例した追加の遅延時間も挿入でき
ます。ハイサイド・ゲート・ドライバのブートストラップ・コン
デンサの充電用に高電圧ダイオードを内蔵しています。堅牢な
レベル・シフタにより、消費電力を抑えながら高速で動作し、
制御ロジックからハイサイド・ゲート・ドライバへのクリーンな
レベル遷移を実現します。ローサイドとハイサイド両方の電源
レールに低電圧誤動作防止機能が搭載されています。デバイス
は標準のSOICおよびWSONパッケージで供給されます。 

http://www.ti.com/lit/gpn/lm5104
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	 静電気放電対策

これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を内
蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す
る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて
おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
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図 1. 8リードSOIC Dパッケージを参照
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図 2. 10リードWSON DPR0010Aパッケージを参照

（SNVS269C）
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